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成果の概要/松田 祥伸 

 

 この度，国際研究集会発表助成を受けたことにより，第 15回窒化物半導体国際学会(15th 

International Conference on Nitride Semiconductors：ICNS15) に参加し，口頭発表および海

外研究者との活発な意見交換ができましたので，ここに成果を報告いたします． 

 ICNSは，窒化物半導体材料に関する世界最大級の国際学会の一つであり，窒化ガリウムを用

いた青色 LED の発明以降，社会的なインパクトを拡大し続けている重要な学術集会です．窒化

物半導体材料は，光デバイス応用においては青・緑色や深紫外の LED・LD として活用されて

おり，電子デバイス応用においては高周波トランジスタ(HEMT)として実用化されるなど，現代

テクノロジーに必須の半導体材料となっています．第 15回目となる本会は，スウェーデン・マ

ルメにあるクラリオン ホテル ＆ コングレス マルメ ライブにて，7/6~7/11 の期間で開催され

ました．申請者は，本学会で口頭発表を行うとともに，世界の最新研究動向の把握と，海外研究

者とのネットワーク構築に努めました． 

発表内容の概要は次の通りです．窒化物半導体 InGaN は，可視光領域で優れた光機能性を持

つ結晶材料であり，InGaN 結晶を発光層に持つ LED は高効率フルカラー光源として有望であ

る．しかし，青色および緑色の InGaN LED に比べて，赤色 LED の発光効率は著しく低い．そ

の原因として，赤色発光 InGaN は，高密度な結晶欠陥を有することが指摘されている．すなわ

ち，結晶欠陥を低減し，完全性の高い赤色 InGaN 結晶を実現するエピタキシャル成長技術の確

立が不可欠である．結晶構造の積層不整に起因した表面欠陥が，高 In組成を必要とする赤色

InGaN の結晶成長で特に顕著に現れ，発光効率を低下させる一因となっている．本発表では，

「一般的な InGaN LED の成長基板面である(0001)面からわずかに傾斜させた微傾斜

GaN(0001)表面は表面欠陥を劇的に低減する」という申請者の最近の発見を報告した． 

本発表に対しては，窒化物半導体分野を長年牽引しているカルフォルニア大学サンタバーバラ

校の Jim Speck教授から高い評価を頂くとともに，今後の研究の方向性について有意義な議論

を行うことができました．J. Speck教授のグループでも近年，積層不整起因の表面欠陥に関連

する研究が進められており，今回の知見に大きな関心を示していただきました．また，赤色発光

InGaN LED で顕著な課題である，注入電流による大きな発光波長シフトについても，J. Speck

教授のグループの最新の実験結果として，物理機構は未解明ながらも構造設計によりシフト量を

大幅に低減できることが示され，新たな研究の着想を得ることができました． 

さらに，会期中にはポーランド高圧研の Anna Kafar 博士および北京大学 Guangxu Ju 助教

と，今後の共同研究の可能性について議論を深めることができました．これらの議論を通じて，

申請者の研究の国際的な発展に向けた貴重なネットワークを構築することができました． 

この度の国際学会参加を通じて得られた知見や研究者間のネットワークは，今後の研究活動に

大いに活かしてまいります．本助成を賜りました京都大学教育振興財団に深く感謝申し上げます． 


